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Modulator AM i stopień
wyjściowy w.cz. 50ΩΩΩΩΩ
Prezentowany w†artykule mo-

du³ spe³nia rolÍ wzmacniacza
w.cz. z†modulacj¹ amplitudy,
ktÛry moøna wykorzystaÊ np.
jako wzmacniacz wyjúciowy ge-
neratora funkcyjnego. Ma on
istotn¹ zaletÍ polegaj¹ca na
tym, øe w†miejscu nieco egzo-
tycznego i†kosztownego wzmac-
niacza operacyjnego OP603AP
zastosowano uk³ad znacznie
taÒszy.
Jak zapewne wiecie, wzmoc-

nienie wizyjnego wzmacniacza
operacyjnego NE592 moøe byÊ za
poúrednictwem zewnÍtrznej zwory
ustawiane na 400, 100 lub
10.Ustawienia poúrednie moøna
uzyskaÊ stosuj¹c w†miejscu zwory

odpowiedni rezystor. Regulacja ta-
ka odbywa siÍ na emiterach tran-
zystorÛw wzmacniacza rÛønicowe-
go, bezpoúrednio na wejúciu
wzmacniacza operacyjnego, gdzie
amplituda sygna³u jest ma³a. Jako
sterowana rezystancja pos³uøy³ tu
tranzystor FET BF245B. Przy od-
powiednio ma³ych sygna³ach, za-
pewnia co najmniej 50% czystej
modulacji amplitudy dla sygna-
³Ûw moduluj¹cych (m.cz.) do
10kHz i†sygna³Ûw modulowanych
(w.cz.) do 20MHz. Tranzystor FET
moøe byÊ rÛwnieø sterowany na-
piÍciem sta³ym dla regulacji am-
plitudy sygna³u wyjúciowego w†za-
kresie 10:1 z†ma³ymi zniekszta³ce-
niami. Pewn¹ ma³¹ asymetriÍ war-

toúci sygna³u zmodulowanego
moøna skorygowaÊ przez podanie
ma³ego napiÍcia koryguj¹cego po-
przez potencjometr P1. Potencjo-
metr P2 s³uøy do polaryzacji
tranzystora FET w†pobliøu -2,5V.
StopieÒ wyjúciowy zosta³ zbudo-
wany przy uøyciu dyskretnych
tranzystorÛw i†gwarantuje impe-
dancjÍ wyjúciow¹ 50Ω przy ma-
³ym podk³adzie napiÍcia sta³ego.
Kompletny uk³ad moøe dostar-

czyÊ sygna³u wyjúciowego o†sta³ej
amplitudzie do 2,5Vpp (niemodu-
lowanej) dla czÍstotliwoúci aø do
20MHz. Jeúli sygna³ nie jest mo-
dulowany, maksymaln¹ amplitudÍ
moøna nieco zwiÍkszyÊ. Regulato-
ry poziomu wejúciowego (poten-
cjometr i/lub prze³¹czniki zakre-
sÛw), jeúli s¹ stosowane, powinny
byÊ umieszczone pomiÍdzy wyj-
úciem NE592, a†wejúciem stopnia
wyjúciowego. W†takich przypad-
kach dobrym pomys³em moøe byÊ
stopieÒ wtÛrnika emiterowego
o†wysokiej impedancji, poniewaø
wzmacniacz operacyjny powinien
widzieÊ obci¹øenie co najmniej
1kΩ. Moøna sobie wyobraziÊ, øe
bramka FET-a moøe byÊ sterowa-
na poprzez dodatkowy wzmac-
niacz operacyjny NE592 zdemo-
dulowanym sygna³em wyjúciowym
doprowadzonym jako ujemne
sprzÍøenie zwrotne dla uzyskania
wyøszych poziomÛw modulacji.
Projektował: dr L. Koeppen
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